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(54) PROCEDEDE DE DETOURAGE MIXTE. 

(57) L'invention concerne un procede de detourage d'une 
structure (500) comprenant une premiere plaque (200) col- 
lee sur une deuxieme plaque (300), la premiere plaque 
(200) presentant un bord chanfreine. Le procede comprend 
une premiere etape de detourage (S4) du bord de la premie- 
re plaque (200) realisee par usinage mecanique sur une 
profondeur (Pd,) determinee dans la premiere plaque. Cet- 
te premiere etape de detourage est suivie d'une deuxieme 
etape de detourage non mecanique (55) sur au moins 
I'epaisseur restante de la premiere plaque. 
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Ppmaine technique et grt anterieur 

5 La presente invention se rapporte au domaine de la realisation 

des structures ou substrats semi-conducteurs multicouches (egalement 
denommees "multilayer semiconductor wafers") realises par transfert d'au 
moins une couche sur un support. La couche transferee est formee par 
collage par adhesion moleculaire d'une premiere plaque sur une deuxieme 

10 plaque ou support, la premiere plaque etant en general amincie apres 
collage. La premiere plaque peut comprendre en outre tout ou partie d'un 
composant ou d'une pluralite de microcomposants comme c'est le cas 
dans la technologie d'integration tridimensionnelle de composants (3D- 
integration) qui necessite le transfert d'une ou plusieurs couches de 

15 microcomposants sur un support final mais aussi dans le cas de transfert 
de circuits comme par exemple dans la fabrication dlmageurs eclaires en 
face arriere. 

Les bords des plaques utilisees pour former notamment les 
couches transferees et les supports presentment generalement des 

20 chanfreins ou tomb^es de bord (egalement connu sous les termes anglais 
de "edge rounding") dont le role est de faciliter leur manipulation et 
d'eviter les bris de bords qui pourraient se produire si ces bords etaient 
saillants, de tels bris etant sources de contamination en particules des 
surfaces des plaques. Les chanfreins peuvent etre de forme arrondie et/ou 

25 biseautee. 

Cependant, la presence de ces chanfreins empeche un bon 
contact entre le support et la plaque au niveau de leur peripherie. Par 
consequent, il existe une zone peripherique sur laquelle la couche 
transferee est peu ou pas collee sur le substrat support. Cette zone 
30 peripherique de la couche transferee doit etre eliminee car elle est 
susceptible de se casser de facon non controlee et de contaminer la 
structure par des fragments ou particules indesirables. 

A cet effet, une fois la plaque collee sur le support et apres 
I'eventuel amincissement de celle-ci, on precede a un detourage de la 
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couche transferee afin de retirer la zone peripherique sur laquelle 
s'etendent les chanfreins. Le detourage est habituellement realise par 
usinage essentiellement mecanique notamment par abrasion ou meulage 
("grinding") a partir de la surface exposee de la couche transferee et 
5 jusque dans le support. 

Cependant, un tel detourage entraine des problemes d'ecaillage 
(en anglais "peel off') aussi bien au niveau de I'interface de collage entre 
la couche transferee et le support que dans la couche transferee elle- 
meme. Plus precisement, au niveau de I'interface de collage, les 

10 problemes d'ecaillage correspondent a une delamination de la couche 
transferee sur certaines zones au voisinage de la peripheric de la couche 
qui peut etre qualifiee de macro ecaillage (ou "macro peel off 1 ). L'energie 
de collage est plus faible au voisinage de la peripherie de la couche en 
raison de la presence des chanfreins. Par consequent, le meulage peut 

15 entrainer a cet endroit un decollement partiel de la couche au niveau de 
son interface de collage avec le substrat support. Un tel decollement est 
encore plus probable lorsque la couche transferee comprend des 
composants. En effet, les recuits thermiques haute temperature, 
habituellement realises apres collage pour renforcer I'interface de collage, 

20 ne sont pas utilises dans ce cas car les composants presents dans la 
couche transferee ne peuvent pas supporter les temperatures de tels 
recuits. 

En outre, lorsque la couche comprend des composants tels que 
des circuits, des contacts, et en particulier des zones en metal, le meulage 
25 peut entrainer une delamination au niveau des motifs des composants 
presents dans la couche transferee qui peut etre qualifiee de micro 
ecaillage (ou "micro peel off'). 

Ces phenomenes de macro et micro ecaillages se produisent a 
partir d'un certain niveau d'echauffement et/ou de contrainte mecanique 
30 dans la structure lors de I'etape de detourage. Ce niveau etant souvent 
atteint lors d'un detourage complet de la couche transferee. 
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Resume de l'invention 

L'invention a pour but de remedier aux inconvenients precites, en 
proposant un procede de detourage d'une structure comprenant une 
5 premiere plaque collee sur une deuxieme plaque, la premiere plaque 
presentant un bord chanfreine, caracterise en ce qu'il comprend une 
premiere etape de detourage du bord de la premiere plaque realisee par 
usinage mecanique sur une profondeur determined dans la premiere 
plaque suivie d'une deuxieme etape de detourage au moins partiellement 
10 non mecanique sur au moins I'epaisseur restante de la premiere plaque. 

Ainsi, en limitant la profondeur du detourage mecanique et en 
completant celui-ci par un detourage au moins partiellement non 
mecanique, c'est-a-dire n'impliquant pas uniquement des frottements 
mecaniques sur la plaque, on limite les echauffements et/ou les 
15 contraintes responsables des phenomenes de macro et micro ecalllages, 

Selon un aspect de l'invention, lors de la premiere etape de 
detourage, la premiere plaque est usinee sur profondeur inferieure ou 
egale a 50% de I'epaisseur de la premiere plaque. La premiere etape de 
detourage est realisee uniquement par usure mecanique du materiau de la 
20 premiere plaque tel que par meulage. 

Selon un autre aspect de l'invention, les premiere et deuxieme 
etapes de detourage sont r^alisees sur une largeur au moins egale a la 
largeur sur laquelle s'etend le bord chanfreine. Les premiere et deuxieme 
etapes de detourage peuvent etre realisees sur une largeur comprise 
25 entre 2 mm et 8 mm, de preference entre 2 mm et 5 mm. 

Selon un mode de mise en ceuvre du procede, la deuxieme etape 
de detourage est realisee par gravure chimique. 

Selon un autre mode de mise en ceuvre, la deuxieme etape de 
detourage est realisee par gravure chimique plasma. 
30 Selon encore un autre mode de mise en ceuvre, la deuxieme 

etape de detourage est realisee par polissage mecano-chimique (CMP). 

La presente invention concerne egalement un procede de 
realisation d'une structure composite tridimensionnelle comprenant au 
moins une etape de realisation d'une couche de composants sur une face 
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d'une premiere plaque, une etape de collage de la face de la premiere 
plaque comportant la couche de composants sur une deuxieme plaque et 
une etape de detourage d'au moins la premiere plaque realisee 
conformement au procede de detourage de I'invention. 

5 L'utilisation du procede de detourage de I'invention permet de 

realiser des structures tridimensionnelles par empilement de deux plaques 
ou plus en minimisant les risques de domination a la fois au niveau des 
interfaces de collage entre les plaques et au niveau des couches de 
composants. Une des couches de composants peut notamment comporter 

10 des capteurs d'images. 

Breve descriptig n des figure? 

les figures 1A a IE sont des vues schematiques d'un procede 
15 de detourage conformement a un mode de realisation de I'invention, 

la figure 2 est un organigramme des etapes mises en oeuvre 
lors du procede illustre dans les figures 1A a IE, 

les figures 3A a 3F, sont des vues schematiques montrant la 
realisation d'une structure tridimensionnelle mettant en ceuvre le procede 
20 de detourage de la presente invention, 

la figure 4 est un organigramme des etapes mises en ceuvre 
lors de la realisation de la structure tridimensionnelle illustree dans les 
figures 3A a 3F, 

la figure 5 est une vue montrant la surface inferieure de la 
25 meule utilisee dans la figure 3D. 

Expose detaille de modes de realisation de I'invention 

La presente invention s'applique, d'une maniere generale, au 
30 detourage d'une structure comprenant au moins deux plaques assembles 
entre elles par adhesion moleculaire ou par tout autre type de collage tel 
que le collage anodique, metallique, ou avec adhesif, des composants 
pouvant etre prealablement formes dans la premiere plaque qui est 
ensuite collee sur la deuxieme plaque qui constitue un support. Les 
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plaques se presenters sous la forme de tranches ou "wafers" au contour 
generalement circulaire et peuvent presenter differents diametres, 
notamment des diametres de 100 mm, 200 mm ou 300 mm. On entend id 
par "composants" tout type d'elements realises avec des materiaux 
5 differents de celui de la plaque et qui sont sensibles aux hautes 
temperatures habituellement utilisees pour renforcer interface de collage. 
Ces composants correspondent notamment a des elements formant tout 
ou partie d'un composant electronique ou d'une pluralite de 
microcomposants electroniques, tels que des circuits ou des contacts ou 

10 encore des couches actives, qui peuvent etre endommag^s, voire detruits, 
s'ils sont exposes a de hautes temperatures. Les composants peuvent 
egalement correspondre a des elements, motifs ou couches realises avec 
des materiaux ayant des coefficients de dilatation differents de celui de la 
plaque et qui sont susceptibles, a haute temperature, de creer dans la 

15 plaque des dilatations differentielles pouvant deformer et/ou endommager 
cette derniere. 

En d'autres termes, lorsque la premiere plaque comprend de tels 
composants, elle ne peut etre soumise a des recuits haute temperature 
apres collage. Par consequent, I'energie de collage entre les plaques est 

20 limitee, ce qui rend la structure resultante d'autant plus sensible au 
phenomene de macro ecaillage lors du detourage mecanique comme 
decrit precedemment. Par ailleurs, comme explique precedemment, le 
detourage peut entralner en outre un micro ecaillage correspondant a une 
delamination dans la premiere plaque au niveau des composants 

25 (decollement dans un ou plusieurs des empilements formant les 
composants dans la premiere plaque). 

Plus generalement, I'invention s'applique particulierement a des 
structures assemblies ne pouvant pas subir de recuit de collage haute 
temperature, comme c'est le cas egalement des heterostructures formes 

30 d'un assemblage de plaques presentant des coefficients de dilatation 
differents (par exemple silicium sur saphir, silicium sur verre, etc.). Elle 
peut egalement s'appliquer a des structures type silicium sur isolant (SOI) 
plus standards, a savoir des structures SOI pour lesquels les deux plaques 
sont composees de silicium. Pour ce type de structures, I'invention 
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s'applique en particulier a la formation de structures dont la couche 
superieure a une epaisseur superieure a 10 microns, ou qui comprend un 
empilement de couches de natures differentes. II a ete en effet observe 
que ces structures etaient susceptibles d'etre endommagees au cours de 
5 I'etape de detourage lorsque ce dernier est realise selon la technique 
connue de Part anterieur, 

A cet effet, la presente invention propose de realiser un 
detourage en deux etapes, a savoir une premiere etape de detourage par 
action ou usinage entierement mecanique (meulage, abrasion, arasage, 

10 etc.) mais limitee a une profondeur determinee dans la premiere plaque 
suivie d'une deuxieme etape de detourage realisee avec des moyens au 
moins partiellement non mecaniques, c'est-a-dire des moyens n'impliquant 
pas uniquement des frottements mecaniques sur la plaque. On limite ainsi, 
les echauffements et/ou les contraintes responsables des phenomenes de 

15 macro et micro ecaillages. 

Un mode de mise en ceuvre d'un procede de detourage va 
maintenant etre decrit en relation avec les figures 1A a IE et 2. 

Comme representee sur la figure 1A, une structure 100 a 
detourer est formee par assemblage d'une premiere plaque 101 avec une 

20 deuxieme plaque 102, par exemple en silicium. Les premiere et deuxieme 
plaques 101 et 102 presentent ici le meme diametre. Elles pourraient 
toutefois avoir des diametres differents. Dans Pexemple decrit ici, 
I'assemblage est realise par la technique d'adhesion moleculaire bien 
connue de I'homme du metier. Pour rappel, le principe du collage par 

25 adhesion moleculaire est base sur la mise en contact direct de deux 
surfaces, c'est-a-dire sans I'utilisation d'un materiau specifique (colle, cire, 
brasure, etc.). Une telle operation necessite que les surfaces a coller 
soient suffisamment lisses, exemptes de particules ou de contamination, 
et qu'elles soient suffisamment rapprochees pour permettre d'initier un 

30 contact, typiquement a une distance inferieure a quelques nanometres. 
Dans ce cas, les forces attractives entre les deux surfaces sont assez 
elevees pour provoquer I'adherence moleculaire (collage induit par 
I'ensemble des forces attractives (forces de Van Der Waals) d'interaction 
electronique entre atomes ou molecules des deux surfaces a coller). 
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L'adhesion entre les deux plaques est realisee a une temperature 
peu elevee pour ne pas endommager les composants et/ou la premiere 
plaque. Plus precisement, apres la mise en contact des plaques a 
temperature ambiante, un recuit de renforcement du collage peut etre 
5 realise mais a une temperature inferieure a 450°C, temperature a partir de 
laquelle certains metaux tels que Paluminium ou le cuivre commencent a 
fluer. 

Une couche supplemental (non representee) de type couche 
d'oxyde peut etre formee sur une ou les deux plaques avant la mise en 

10 contact de celles-ci. La premiere plaque 101 comporte une couche de 
composants 103 et presente un bord chanfreine, a savoir un bord 
comprenant un chanfrein superieur 104 et un chanfrein inferieur 105. Sur 
la figure 1A, les plaques presentent des chanfreins de forme arrondie. 
Toutefois, les plaques peuvent presenter des chanfreins ou tombees de 

15 bord de differentes formes telles qu'une forme en biseau. D'une maniere 
generate, on entend par bord chanfreine tout bord de plaque dont les 
aretes sont abattues de telle sorte qu'il n'y a pas un bon contact entre les 
deux plaques au voisinage de leur peripheric. 

Les plaques 101 et 102 sont assembles I'une contre I'autre par 

20 adhesion moleculaire de maniere a former la structure 100 (etape SI, 
figure IB). En fonction de I'epaisseur initiate de la premiere plaque 101, 
celle-ci peut etre amincie afin de former une couche transferee 106 d'une 
epaisseur g determinee (etape S2, figure 1C), par exemple 10 urn environ. 
L'epaisseur e est mesuree entre la face superieure et la face inferieure de 

25 la couche ou de la plaque en dehors du bord chanfreine. Cette etape 
d'amincissement est realisee de preference avant I'operation de 
detourage. L'amincissement de la premiere plaque reste toutefois 
optionnel et il peut etre procede au detourage de la premiere plaque sans 
etape d'amincissement prealable. 

30 On procede ensuite au detourage de la structure 100 qui consiste 

a eliminer principalement une portion annulaire de la couche 106 
comprenant le chanfrein 105, le chanfrein 104 ayant ete elimine lors de 
l'amincissement de la premiere plaque 101. Conformement a I'invention, le 
detourage debute par une premiere etape de detourage realisee par 
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action ou usinage mecanique a partir de la face superieure de la couche 
106 (en anglais "edge grinding") (etape S3, figure ID). L'action mecanique 
peut etre exercee par une meule ou tout autre outil apte a user 
mecaniquement le materiau de la couche. La largeur Id de la portion 
5 annulaire retiree correspond au moins a la largeur sur laquelle s'etendent 
les chanfreins. Pour des plaques d'un diametre de 100 mm, 200 mm, et 
300 mm, la largeur id du detourage est en general comprise entre 2 mm 
et 8 mm, preferentiellement entre 2 mm et 5 mm. 

Lors de cette premiere etape de detourage, la couche 106 est 

10 attaquee sur une profondeur Pdi infeneure a I'epaisseur g de la couche 
106. Plus precisement, la profondeur Pd^ est inferieure ou egale a 50% de 
I'epaisseur e. Les couches transferees presentent en general une 
epaisseur comprise entre 1 et 15 microns environ. La profondeur de 
detourage lors de la premiere etape peut, par exemple, etre de I'ordre de 

15 7 a 8 microns pour une couche de 15 microns d'epaisseur. 

Cette limitation de la profondeur de I'usinage mecanique permet 
de reduire le niveau d'echauffement et/ou de contraintes a la fois dans la 
couche et a I'interface de collage entre la couche et la deuxieme plaque. 

Sur la figure ID, le flanc de la couche 106 detouree est 

20 represents de maniere schematique perpendiculairement au plan du 
substrat. Cependant, en fonction du type de meule utilise, le profil du 
flanc detoure peut presenter des formes differentes non totalement 
rectilignes comme par exemple une forme legerement incurvee. En 
particulier, de tels flancs incurves sont obtenus lorsque la meule ou roue 

25 de detourage est pourvue de gorges ("grooves") sur au moins une de ces 
faces. II semble que la presence de telles gorges favorise I'evacuation de 
la matiere eliminee et la circulation du liquide (generalement de I'eau) 
dispense sur et a proximite de la roue au cours de I'operation de 
detourage. Cela conduit a limiter encore plus les echauffement/contraintes 

30 en bord de plaque et permet d'ameliorer en outre la qualite du detourage. 
Dans les cas ou le flanc de la couche ou plaque detouree ne presente pas 
un profil quasiment rectiligne, la largeur de la premiere etape de 
detourage (comme la largeur Id) correspond au moins a la largeur avec 
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laquelle on attaque la plaque ou la couche (la largeur de detourage 
pouvant ensuite legerement diminuer au cours du detourage) 

Le detourage est ensuite complete par une deuxieme etape de 
detourage au moins partiellement non mecanique, c'est-a-dire en utilisant 

5 des techniques d'enlevement de matiere autres que celles impliquant 
uniquement une action mecanique d'un outil sur le materiau de la couche 
(&ape S4, figure IE). Cette deuxieme etape de detourage est realisee sur 
la meme largeur Jd que lors de la premiere etape de detourage et sur une 
profondeur Pd.2 correspondant au moins a I'epaisseur restante de la 

10 couche 106 (c'est-a-dire e-Pdi). 

La deuxieme etape de detourage peut etre realisee notamment 
par gravure chimique, encore appelee gravure humide. La solution de 
gravure chimique est choisie en fonction du materiau a attaquer. Dans le 
cas du silicium, par exemple, une solution de gravure TMAH peut etre 

15 utilisee. 

La deuxieme etape de detourage peut egalement etre realisee au 
moyen d'une gravure ionique reactive (ou "Reactive Ionic Etching"), 
encore appelee gravure plasma ou gravure seche. Cette technique de 
gravure est bien connue de I'homme du metier. Pour rappel, il s'agit d'une 

20 gravure physico-chimique mettant en jeu a la fois un bombardement 
ionique et une reaction chimique entre le gaz ionise et la surface de la 
plaque ou de la couche a graver. Les atomes du gaz reagissent avec les 
atomes de la couche ou de la plaque pour former une nouvelle espece 
volatile qui est evacuee par un dispositif de pompage. 

25 La deuxieme etape de detourage peut encore etre realisee par 

polissage mecano-chimique (CMP), technique de polissage bien connue 
qui met en ceuvre un tissu associe a une solution de polissage contenant a 
la fois un agent (ex. NH 4 OH) apte a attaquer chimiquement la surface de 
la couche et des particules abrasives (ex. particules de silice) aptes a 

30 attaquer mecaniquement ladite surface. Contrairement aux techniques de 
gravures seche et humide qui sont entierement non mecaniques, le 
polissage mecano-chimique n'est que partiellement non mecanique mais 
permet de limiter les efforts et les echauffements sur la plaque en 
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comparaison d'un detourage entierement mecanique comme avec le 
meulage. 

Un domaine particulier mais non exclusif du precede de 
detourage de la presente invention est celui de la realisation de structures 
5 tridimensionnelles. 

Un precede de realisation d'une structure tridimensionnelle par 
transfert sur un support d'une couche de microcomposants formee sur un 
substrat initial conformement a un mode de realisation de I'invention est 
maintenant decrit en relation avec les figures 3A a 3F et 4. 

10 La realisation de la structure tridimensionnelle debute par la 

formation d'une premiere serie de microcomposants 204 a la surface d'une 
premiere plaque 200 dont le bord presente un chanfrein superieur 206 et 
un chanfrein inferieur 205 (figure 3A, etape SI). Dans I'exemple decrit ici, 
la premiere plaque 200 est une structure multicouche de type SOI, e'est-a- 

15 dire qui comprend une couche de silicium 201 disposee sur un substrat 
203 egalement en silicium, une couche d'oxyde enterree 202 (par exemple 
une couche de Si0 2 ) etant presente entre la couche 201 et le substrat 
203. La plaque 200 a une epaisseur comprise entre 600 et 900 urn 
environ. Pour une plaque de 200 mm de diametre (8 pouces), I'epaisseur 

20 standard est de 725 urn. 

Les microcomposants 204 sont formes par photolithographic au 
moyen d'un masque permettant de definir les zones de formation de 
motifs correspondant aux microcomposants a realiser. 

La face de la premiere plaque 200 comprenant les 

25 microcomposants 204 est ensuite mise en contact intime avec une face 
d'une deuxieme plaque 300 (etape S2, figure 3B) en vue d'un collage par 
adhesion moleculaire. La plaque 300 presente une epaisseur d'environ 725 
urn. De meme que la premiere plaque 200, le bord de la deuxieme plaque 
300 presente un chanfrein superieur 301 et un chanfrein inferieur 302. 

30 Une couche d'oxyde 207, par exemple en SiC>2, est en outre formee sur la 
face de la premiere plaque 200 comprenant les microcomposants 204. 
Dans I'exemple decrit ici, les premiere et deuxieme plaques 200, 300 ont 
un diametre de 200 mm. 
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Apres le collage et tel que represente sur la figure 3C, la 
premiere plaque 200 est amincie afin de retirer une partie de celle-ci 
presente au-dessus de la couche de microcomposants 204 (etape S3), ici 
le substrat 203. A ce stade du procede, on conserve de preference la 

5 couche enterree 202 afin de proteger les composants d'eventuelles 
contaminations, particules, etc. La premiere plaque 200 peut etre amincie 
notamment par une etape de meulage ou de polissage mecano-chlmique 
(CMP) du substrat 203 avec arret a 50 microns de I'interface de collage, 
suivie d'une etape d'attaque chimique jusqu'a la couche d'oxyde enterree 

10 202, par exemple par gravure au TMAH ou au KOH. L'amincissement peut 
etre egalement realise par clivage ou fracture le long d'un plan de 
fragilisation forme prealablement dans la plaque 200 par implantation 
atomique. On peut utiliser avantageusement la couche isolante enterree 
202 pour delimiter I'epaisseur de la plaque 200 restante. Apres I'etape 

15 d'amincissement, la plaque 200 a une epaisseur e de 10 urn environ. Dans 
d'autres cas son epaisseur peut varier entre 1 et 15 urn. 

On obtient alors une structure composite 500 formee de la 
deuxieme plaque 300 et de la partie restante de la premiere plaque 200. 

Conformement a I'invention, on procede a la premiere etape de 

20 detourage mecanique de la structure 500 qui consiste a eliminer une 
portion annulaire de la plaque 200 (etape S4, figure 3D). Cette premiere 
etape de detourage est realisee au moyen d'une meule 400, la structure 
500 etant maintenue sur un plateau rotatif (non represente). Comme 
representee sur la figure 5, la meule 400 presente une face inferieure 

25 structuree par la presence de gorges 410. Comme indiquee 
precedemment, il a ete observe qu'une meule presentant une telle face 
structuree permet de limiter les echauffements et les contraintes. Le 
detourage peut bien entendu etre aussi realise avec des meules ne 
presentant pas de telles faces structures. 

30 Lors de cette premiere etape de detourage, la plaque 200 est 

attaquee sur une largeur ]c] de 4 mm environ et sur une profondeur Ed_i de 
5 urn environ, ce qui, dans I'exemple ici decrit, permet de reduire 
suffisamment le niveau d'echauffement et/ou de contraintes pour eviter 
I'apparition d'un macro ecaillage et/ou d'un micro ecaillage. 
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Le detourage est ensuite complete par la deuxieme etape de 
detourage non mecanique realisee par gravure chimique au moyen, par 
exemple, d'une solution TMAH (Tetramethylammonium hydroxide). Cette 
deuxieme etape de detourage est realisee sur la largeur id et sur une 
5 profondeur Pd 2 incluant I'epaisseur restante de la couche 201 ainsi que 
I'epaisseur de la deuxieme couche 300 (etape S5, figure 3E). 

Une fois le detourage de la structure 500 termine, on forme, 
apres avoir prealablement retiree la couche 202, une deuxieme couche de 
microcomposants 214 au niveau de la surface exposee de la couche 201 
10 (figure 3F, etape S6). Dans I'exemple decrit ici, les microcomposants 214 
sont formes en alignement avec les microcomposants 204 enterres. A cet 
effet, on utilise un masque de photolithographic similaire a celui utilise 
pour former les microcomposants 204. 

Dans une variante, la structure tridimensionnelle est formee par 
15 un empilement de couches, c'est-a-dlre par transfert d'une ou plusieurs 
couches supplemental sur la couche 201, chaque couche 
supplemental etant en alignement avec la ou les couches directement 
adjacentes. Le procede de detourage en deux etapes selon I'invention est 
realise pour chaque couche transferee. En outre, avant chaque transfert 
20 d'une couche supplementaire, on peut deposer sur la couche exposee une 
couche d'oxyde, par exemple une couche d'oxyde TEOS, afin de faciliter 
I'assemblage et proteger les zones detourees (pour lesquelles le materiau 
de la plaque sous-jacente est expose) des attaques chimiques ulterieures. 

Selon un mode de realisation particulier, une des couches de 
25 microcomposants peut notamment comporter des capteurs dlmages. 

Selon un autre mode de realisation, des composants ont ete 
prealablement formees dans la deuxieme plaque support avant son 
assemblage avec la premiere plaque constituant la couche transferee. 
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REVENDICATIONS 

1. Precede de detourage d'une structure (100) comprenant une 
premiere plaque (101) collee sur une deuxieme plaque (102), la premiere 

5 plaque (101) presentant un bord chanfreine (104, 105), 

caracterise en ce qu'il comprend une premiere etape de 
detourage du bord de la premiere plaque (101) realisee par usinage 
mecanique sur une profondeur (PdO determinee dans la premiere plaque 
(101) suivie d'une deuxieme etape de detourage non mecanique sur au 

10 moins I'epaisseur restante de la premiere plaque. 

2. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
premiere etape de detourage est realisee uniquement par usure 
mecanique du materiau de la premiere plaque (101). 

15 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que, 
lors de la premiere etape de detourage, la premiere plaque (101) est 
usinee sur profondeur inferieure ou egale a 50% de I'epaisseur de ladite 
premiere plaque. 

20 

4. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que les premiere et deuxieme etapes de detourage sont 
realisees sur une largeur (Id) au moins egale a largeur sur laquelle s'etend 
le bord chanfreine. 

25 

5. Precede" selon la revendication 4, caracterise en ce les 
premiere et deuxieme etapes de detourage sont realisees sur une largeur 
(Id) comprise entre 2 mm et 8 mm. 

30 6. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, 

caracterise en ce que la deuxieme etape de detourage est realisee par 
gravure chimique. 
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7. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, 
caracterise en que la deuxieme etape de detourage est realisee par 
gravure plasma. 

5 8. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, 

caracterise en que la deuxieme etape de detourage est realisee par 
polissage mecano-chimique. 

9. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, 
10 caracterise en ce que la premiere plaque (101) comprend des composants 

(103). 

10. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 9, 
caracterise en ce qu'au moins une des etapes de detourage est realisee 

15 avec une meule comportant des gorges sur sa surface inferieure. 

11. Procede de realisation d'une structure composite 
tridimensionnelle (500) comprenant au moins une etape de realisation 
d'une couche de composants (204) sur une face d'une premiere plaque 

20 (200), une etape de collage de la face de la premiere plaque (200) 
comportant la couche de composants (204) sur une deuxieme plaque 
(300) et une etape de detourage d'au moins la premiere plaque (200) 
realisee conformement au procede de detourage selon I'une quelconque 
des revendications 1 a 10. 

25 

12. Procede selon la revendication 11, caracterise en en ce qu'il 
comprend, apres I'etape de collage, une £tape d'amincissement de la 
premiere plaque (200). 

30 13. Procede selon la revendication 11 ou 12, caracterise en ce 

qu'il comprend en outre une etape de realisation d'une deuxieme couche 
de microcomposants (214) sur la face de ia premiere plaque (200) 
opposee a la face comportant la premiere couche de composants (204). 



15 



14. Procede selon I'une quelconque des revendication 11 a 13, 
caracterise en ce qu'il comprend, avant I'etape de collage, une etape de 
formation d'une couche d'oxyde (207) sur la face de la premiere plaque 
(200) comportant la premiere couche de composants (204). 

15. Procede selon I'une quelconque des revendications 11 a 14, 
caracterise en ce que la premiere plaque (200) est une structure de type 
SOI. 

16. Procede selon I'une quelconque des revendications 11 a 15, 
caracterise en ce qu'au moins la premiere couche de composants (204) 
comporte des capteurs d'images. 
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